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１．概要（Summary）

SiC 系デバイス、大面積チップの実装プロセス開発に

使用するダミーチップを試作する。SiC 結晶は高価なため

Si 結晶を使用し、これにメタライズを行ってデバイスの代

用とする目的である。

ダミーチップは 4☓4☓0.5(mm)、6.1☓1.2☓0.5(mm)、

10.1 ☓ 10.5 ☓ 0.19(mm) の 三 種 類 と し 、 片 面 に

Ti/Pt/Au=0.1/0.1/0.5(μm)の蒸着膜を形成する。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

電子ビーム蒸着装置、ダイシングソー

【実験方法】

Si 基 板 の 鏡 面 側 に 電 子 ビ ー ム 蒸 着 装 置 に て

Ti/Pt/Au=0.1 μm/0.1 μm/0.5 μm を連続蒸着する。その

後蒸着面にレジストを塗布し、ブレードダイシングを行う。

チップ分離後、レジストを有機溶剤で溶融・剥離する。レ

ジストコーティングはダイシング時の切粉の付着を取り除く

ためである。

３．結果と考察（Results and Discussion）

1. 4☓4☓0.5(mm)の外観

Fig. 1 The image of the chip.
左図は試作した Si チップであるが、これは SiC 

MOSFET(右図)を模したものである。

2. 6.1☓1.2☓0.5(mm)の外観

このダミーチップはマイクロ波電力 FET の最大サイ

ズのチップを模して試作した。左図は試作チップで右

図はマイクロ波電力 FET の図面を示した。

  

Fig. 2. The image of the chip for microwave power 
FET.

3.  10.1☓10.5☓0.19(mm)の外観

太陽電池セルは大面積であり、その実装では問題点が

多い。実装プロセスを開発するに当たり、ダミーチップは

欠かせない。左図が試作した Si ダミーで、右図は太陽電

池セルである。

     

Fig. 3. The image of the chip for solar cells.
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